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引脚排列以及定义
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管脚编号 说明 输入/输出 功能 

1 VSEN 输入 VIN 电压检测输入自适应点端口 

2 STAT 输出 充电状态指示端口 

3 EN 输入 使能端 

4 GVDD 电源 内部 LDO 输出端 

5 NTC 输入 热敏电阻输入端，通过外接热敏电阻检测电池温度  

6 DM 输入/输出 USB DM  

7 DP 输入/输出 USB DP 

8 COM 输出 电池电压检测电阻和芯片内部开关管连接端  

9 FB 输入 电池电压反馈端 

10 BAT 电源 电池连接端 

11,12 CSP 输入 电池充电电流检测正输入端 

13 BST2 电源 输出高侧功率 MOSFET 栅极驱动器电源 

14,15 SW2 输入 升压侧半桥开关节点 

16,17 SW1 输入 降压侧半桥开关节点 

18 BST1 电源 输入高侧功率 MOSFET 栅极驱动器电源 

19,20 VIN 电源 输入电源 

Thermal PAD PGND 地 功率地 
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参数 描述 数值 单位 

VMAX 

VIN, BST1, BST2, SW1, SW2, CSP, BAT, 

FB, COM, NTC, STAT, VSEN  
-0.3~30 V 

GVDD, DM, DP, EN -0.3~6 V 

TJ 结工作温度范围 -40~150 ℃ 

TSTG 存储温度范围 -55~150 ℃ 

TSDR 引脚温度（焊接 10s） 260 ℃ 

 

1极限参数表

ESD范围

±2kVHBM(人体静电模式)

±200VMM( 机器静电模式) -----------------------------------------------------------

推荐工作环境

-----------------------------------------------------------

2热效应信息

参数 描述 数值 单位 

VIN 输入电源电压  3.6~21 V 

TJ 结工作温度范围  -40~125 ℃ 

TA 环境温度范围  -40~85 ℃ 

 

        

订购信息

参数 描述 数值 单位 

θJA 封装热阻-芯片到环境热阻  36 ℃/W 

θJC 封装热阻-芯片到封装表面热阻 17 ℃/W 

 

产品型号 封装形式 器件标示 包装尺寸 卷带宽度 数量 

IU5186C TSSOP20L-PP   13” 8mm 5000 units 
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1.

2.

上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。

PCB板放置IU5186C的地方，需要有散热设计，使得IU5186C底部的散热片和PCB板的散热区域相连。

        



  Copyright@ShangHai IXU Microelectronics   Page4 Nov,2023,Rev1.1

上海埃诚攸微电子有限公司
Shanghai IXU Micro-electronics

IXU

电气参数：（除特殊说明外，VIN=5V，R =50mΩ，L=4.7uH）S

参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VIN 电源电压  3. 6  21 V 

VINUVLO VIN 端欠压保护阈值 VIN Falling  3.6  V 

ΔVINUVLO VIN 端欠压保护滞回   200  mV 

VINOVP VIN 端过压保护阈值 VIN Rising  23  V 

ΔVINOVP VIN 端过压保护滞回   1.28  V 

IQ 芯片静态工作电流 VIN=12V, VBAT=8.4V  0.7  mA 

ISD 芯片关断电流 
VIN=12V, VBAT=8.4V,  

VEN=5V 
 50  μA 

IBAT 电池泄漏电流 

不插充电器,VBAT=8.4V  6  

μA 

插充电器, VEN=5V 

VIN>VBAT, VBAT=8.4V 
 0.5  

插充电器, VEN=5V 

VIN<VBAT, VBAT=8.4V 
 6  

插充电器,RFB1=740KΩ, 

RFB2=100KΩ 

VIN>VBAT, VBAT=8.4V 

 25  

插充电器,RFB1=740KΩ, 

RFB2=100KΩ 

VIN<VBAT, VBAT=8.4V 

 640  

VVSEN VSEN 管脚调制电压   1  V 

VFB 反馈电压调制阈值  0.99 1 1.01 V 

VCV 充电浮充电压 K=1+RB1/RB2  K*VFB  V 

VRCH 重充电压阈值 VBAT Falling  0.975VCV  V 

VTRK 涓流转恒流电压阈值 VBAT Rising  0.667VCV  V 

VSHORT 电池短路电压阈值 VBAT Falling  0.25VCV  V 

VOVPB BAT 端过压保护电压 VBAT Rising  1.07VCV  V 

 

IU5186C
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参数 描述 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VSENSE 最大电流检测电压   50  mV 

ICC 恒流模式充电电流 RS=25mΩ 1.8 2 2.2 A 

ITC 涓流模式充电电流   10%  ICC 

IBF 充电终止电流   10%  ICC 

Vcold NTC 端低温保护阈值 GVDD 的百分比  70  % 

Vcold_hys NTC 端低温保护迟滞 GVDD 的百分比  0.83  % 

Vhot NTC 端高温调节阈值 GVDD 的百分比  47.5  % 

Vhot_hys NTC 端高温调节迟滞 GVDD 的百分比  1.67  % 

VGVDD GVDD 输出电压   5  V 

VENH EN 使能端高电平阈值  1.5   V 

VENL EN 使能端低电平阈值    0.4 V 

FSW 最大开关频率   500  KHz 

TMRTC TC 阶段充电时间限制   2  Hour 

TMRCC/CV CC/CV 阶段充电时间限制   20  Hour 

TREG 芯片热调节阈值   120  ℃ 

TSD 芯片热保护温度   150  ℃ 

ΔT 芯片热保护温度滞回   40  ℃ 

 

电气参数：（除特殊说明外，VIN=5V，R =50mΩ，L=4.7uH）S

IU5186C
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